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CHAPITRE 1

Curriculum Vitae






Laurent CERUTTI

N¢é le 30 septembre 1976 a Antibes (06)
39 ans, Mari¢, 2 enfants
Nationalité Francaise
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34430 Saint Jean de Védas

D4 Institut d’Electronique et des systémes (IES)
Université Montpellier
860 rue saint Priest
Bat. 5, CC05014
34095 Montpellier
B (+33)4671432381
Fax (+34)4 67 544248

A1 laurent.cerutti@umontpellier.fr

Docteur en Electronique :
Composants et Systéemes

Epitaxie par jets moléculaires
Semi-conducteurs II1-V
Dispositifs photoniques
Nanotechnologies

Maitre de conférences en électronique, section CNU n°63
IUT Génie Electrique et Informatique Industriel (GEII) de Montpellier depuis le 1% septembre 2006.

Formation

2001-04 Thése de Doctorat - Université Montpellier II. Spécialité : Electronique, Optronique et

Systémes

Réalisée au Centre d’Electronique et de Microoptoelectronique de Montpellier. Soutenue le

19 novembre 2004.

Sujet : Etude et mise au point des moyens et procédures d’épitaxie par jets moléculaires
pour fabriquer des structures VCSEL a base d’antimoniures

Jury : Pr. Alibert C., CEM2, Université de Montpellier II (Directeur de These)
Dr. Chaix C., RIBER, Laboratoire d’applications, Rueil Malmaison (Examinateur)
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Maitre de conférences, Université Montpellier, Instititut Universitaire de Technologie (IUT),
Genie Electrique et Informatique Industrielle (GEII). Rattaché a I’Institut d’Electronique et
des Systémes (IES)

04/2005- 09/2006  Post doc — Instituto de Sistemas Optoelectronica y Microtecnologia ,

2004-05

2001-04

2-7/2001

1-9/2000

Universidad Politécnica — Madrid (Espagne)
Conceptions et études de nano-dispositifs émetteurs a base de semiconducteurs nitrurés pour
applications en communications, génération de lumiere blanche et bio-photonique

Ingénieur recherche RIBER / Centre d’Electronique et de Microoptoelectronique de
Montpellier, UMII - Montpellier

Etudes optiques poussées de source VCSELs émettant a 2,3um et conception de nouvelles
zones actives a puits quantiques pour une émission au-dela de 3pm

Thése de Doctorat — Centre d’Electronique et de Microoptoelectronique de
Montpellier, UMII - Montpellier

Etude et mise au point des moyens et procédures d’épitaxie par jets moléculaires pour
fabriquer des structures VCSEL a base d’antimoniures

Directeurs de thése : Pr. C. Alibert et Dr. F. Genty

Stage de DEA - Centre d’Electronique et de Microoptoelectronique de Montpellier,
UMII - Montpellier.
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Responsable: Pr. C. Alibert et Mlle. F. Bournazeaud (Ingénieur R&D Gaz de France)

Stage de DESS - Centre d’Electronique et de Microoptoelectronique de Montpellier,
UMII - Montpellier.

Conception d’un laser moyen IR a émission par la surface pompée par diode laser
Responsable: Pr. C. Alibert et Dr. T. Boudet (Ingénieur R&D Gaz de France)

Informatique Logiciel : Bureautique, internet, Mathcad, Maple, Matlab, Origin, Xpert Epitaxy,
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CHAPITRE 2

Activité d’enseignement, encadrement d’étudiants, diffusion
g ; ;
scientifique et contrats de recherche



1- Enseignement

Mes activités d’enseignement ont commencé par des vacations en 2001 a la faculté des sciences de
Montpellier, a 'ISIM et a 'IUT GEII lors de ma thése, puis a partir de 2006 lors de ma prise de fonction
comme maitre de conférences a 'université de Montpellier au sein de 'TUT GEIL.

o 2014-2015 — Maitre de conférences, IUT GEII - 225 heures ETD
Cours et TD de physique (1% année), TP systéme électronique (19 année), cours et TD
optoélectronique (2°™ année), Technologie du composant (LP).

o 2013-2014 — Maitre de conférences, IUT GEII - 225 heures ETD
Cours et TD de physique (1% année), TP systéme électronique (1% année), cours et TD
optoélectronique (2°™ année).

o 2012-2013 — Maitre de conférences, IUT GEII - 230 heures ETD
Cours et TD de physique (1 année), TP systéeme électronique (1¥ année et 2°™ année), cours et
TD optoélectronique (2°™ année).

o 2011-2012 — Maitre de conférences, IUT GEII - 210 heures ETD
Cours et TD de physique (1 année), TP systéeme électronique (1 année et 2°™ année),

o 2010-2011 — Maitre de conférences, IUT GEII - 200 heures ETD
Cours et TD de physique (1% année), TP systéeme électronique (1% année et 2°™ année), TD
optoélectronique (2°™ année).

o 2009-2010 — Maitre de conférences, [IUT GEII - 200 heures ETD
Cours et TD de physique (17 année), TP systeme électronique (1% année), TD optoélectronique
(2™ année).

o 2008-2009 — Maitre de conférences, IUT GEII - 200 heures ETD
Cours et TD de physique (17 année), TP systeme électronique (1% année), TD optoélectronique
(2™ année).

o 2007-2008 — Maitre de conférences, IUT GEII - 200 heures ETD
Cours et TD de physique (17 année), TP systéeme électronique (1% année), TD optoélectronique
(2™ année).

o 2006-2007 — Maitre de conférences, IUT GEII - 192 heures ETD
Cours et TD de physique (17 année), TP systeme électronique (1% année), TD optoélectronique
(2™ année).

o 2003-2004 — Vacataire, IUT GEII, L3 EEA - 24 heures ETD
TP traitement du signal (L3 EEA), TD optoélectronique (IUT 2™ année).

o 2002-2003 — Vacataire, IUT GEII, L3 EEA - 55 heures ETD
TP traitement du signal (.3 EEA), TP d’électronique (.3 EEA), TD optoélectronique (IUT 2

année).

o 2001-2002 — Vacataire, ISIM - 66 heures ETD
TD et TD d’analyse numérique (1 année),



Le tableau 1, reprend I'ensemble de mon enseignement et des thématiques abordées.

Enseignement Niveau Cours/TD/TP | Dates
Analyse numérique ISIM 1" année | TD + TP 2001-2002
Traitement du signal L3 EEA TP 2002-2004
Optoélectroniques IUT 2™ année TD 2001-2004 ; 2006-2011
Cours + TD Depuis 2012

Systémes électroniques IUT 1 années | TP Depuis 2006

IUT 2°™ année TP 2010-2013
Physique IUT 1% année Cours + TD Depuis 2006
Technologie du LP mécatronique | Cours +TD Depuis 2014
composant

Responsabilitésd’enseignement :

Responsable des Travaux Pratiques en systémes électroniques et énergie renouvelable en 1% année d’TUT
GEIL

Membre des jurys de 1 année et 2°™ année d’TUT GEIL
2 - Encadrement d’étudiants, doctorants et master

2.1 — Doctorants

Arnaud Ducanchez (Projet NEMIS) : 2006-2009 (Laurent Cerutti 50% - Frédéric Genty 50%)
Fabrication et développement de VCSEL a base d'antimoniures pompé électriquement

These soutenu le 08 juillet 2009

Situation en 2015 : Maitres de conférence a Sup’Agro Montpellier

Prix de thése EEA 2010

Alban Gassenq (Bourse MESR) : 2007-2010 (Laurent Cerutti 40% - Eric Tournié 60%)
Nouvelles soutces lasers a supet-réseau InAs/GaSb/InSb pour I'émission moyen infrarouge
These soutenu le 20/07/2010

Situation en 2015 : Chercheur contractuel au CEA-INAC

Dorian Sanchez (Bourse MESR) : 2009-2012 (Laurent Cerutti 70%, Eric Tournié 30%)
Lasers a semi-conducteurs émettant par la surface (VCSELs) dans le moyen infrarouge
These soutenu le 05 novembre 20012

Situation en 2015 : Post doctorant au LPN

Youness Laaroussi (ANR Marsupilami) : 2009-2012 (laurent Cerutti 40%, Guilhem Almuneau 60%) —
Doctorant en co-encadrement avec le LAAS

Développement de VCSELs a miroir a réseau sub longueur d'onde pour le Moyen-infra-rouge

Theése soutenu le 25 octobre 2012

Situation en 2015 : Post doctorant au LETT

Andrea Castellano (CIFRE Alcatel-Lucent) : 2013-2016 (Laurent Cerutti 70%, Eric tournié 30%)
Sb-based telecom laser : toward Si integration
Soutenance prévu en 2016



Sophie Roux (CIFRE Thales Research & Technology): 2013-2016 (Laurent Cerutti 30%, Eric
Tournié 70%)

Conversion de fréquence vers les grandes longueurs d’onde dans les guides d’onde en semiconducteur a
orientation périodique

Soutenance prévu en 2016

Mario Bomers (ITN PROMIS) : 2015-2018 (Laurent Cerutti 50%, Thierry Taliercio 50%)
Functionalised semiconductor metamaterials and plasmonics for high sensitivity chemical and bio-sensing
Soutenance prévu en 2018

Durant mon post-doc a FPISOM (2005-2000), j’ai également encadré 2 doctorants :

Jelena Ristic : 2001-2006
Growth and characterization of group IlI-nitride nanocolumnar stuctures

Sergio Fernandez- Garrido : 2004-2009
Growth of group Ill-nitride by molecular beam epitaxy for the fabrication of light emitting diodes in the
visible to UV range

2.2 - Masters
Master 1 :

Antoine Leparquier : Avril 2008 — Mai 2008
Simulation et caractérisation de structures épitaxiées sur GaSb visant a l'amélioration d’EP-VCSELs
émettant entre 2 um et 3 pm.

Rachid Taalat : Mai 2010 — Juin 2010
Réalisation et étude des contacts ohmiques pour I'optimisation de diodes lasers infrarouge sur substrat
GaAs et Si

Yasmine Morice: Mai 2011 — Juin 2011
Etude et mise au point des procédés technologiques pour la fabrication des lasers a cavité verticale
émettant par la surface a base de GaSb.

Elodie Garavaglia : Mai 2013 - Juin 2013
Conception et étude d’un ellipsomeétre infra-rouge

Olivier Delorme : Mai 2015 — Juin 2015
Réalisation des structures pour le moyen infrarouge par épitaxie par jets moléculaires

Master 2 :

Alban Gassenq : Mars 2007 — Juin 2007
Conception de diodes lasers a boites quantiques moyen infra rouge

Henri Nguyen : Mars 2008 — Septembre 2008
Optimisation de laser semi-conducteur a cavité verticale émettant par la surface

Dorian Sanchez : Mars 2009 — Juin 2009
Technologies de confinement électrique pour les lasers a cavité verticale émettant par la surface



Bilan :

Depuis 2005, j’ai co-encadré 7 doctorants, dont 3 en cours et j’ai encadré 3 étudiants en Master 2 et 5
étudiants en Master 1.

3 - Diffusions scientifiques
3.1 - Rapporteur pour journaux scientifiques internationaux

- IEEE Photonics Technology Letters,

- IET Electronics Letters,

- Journal of Crystal Growth,

- Journal of Vacuum Science and Technology B,
- IEEE Journal of Lightwave Technology

3.2 - Jurys de these (extérieurs)

Youness Laaroussi — Université Paul Sabatier — LAAS Toulouse — 25/10/2012 — co-directeur de thése
Christyves Chevallier — Université de Lorraine — Supelec Metz — 15/11/2013 - examinateur

3.3 - Groupements de recherche (GDR)

Membre du GDR PULSE (Processus ULtimes d’épitaxie de SEmiconducteurs). Participation au 1%
colloque annuel a l'université d’Aix-Marseille du 3-5 juillet 2013 et au peme colloque annuel a 'université
Paul Sabatier de Toulouse du 27-31 octobre 2014

Membre du GDR NanoTeraMir (Nanosciences et nanotechnologies pour le Terahertz et le Moyen Infra-

Rouge)
3.4 - Expertises

2013 : Expertise d’'un projet ANR P2N-nanotechnologie et nanosysteme
2014 : Expertise d’un projet ANR ASTRID

3.5 - Organisations de congres internationaux

CSWEEK 2014 (Compounds Semiconductor Week) 11-15 Mai 2014 - Membre du comité d’organisation

local

MIOMD 2014 (Mid-IR Optoelectronics : Materials and Devices) 5-9 octobre 2014 - Membre du comité

d’organisation local



4 — Contrats de recherche et collaborations

4.1 — Projets internationaux

DOMINO (IST 2005-017383) - Juin 2006 — Février 2010 : Participant.

Antimonide quantum dots for Mid-infrared Nanophotonic Devices

Financement: 2,2 M€ dont 500 k€ pour 'IES

Partenaires: IES, Paul Drude Instutute (Berlin, All), Consoglio Nazionale delle Ricerche (Lecce, It.),
University of Hull (Hull, UK), Ioffe Institute (St Petersburg, Russie), Alcatel-Thales III-V lab. (Palaiseau,
Fr.)

NEMIS (IST-2005-31845) - Juin 2006 — Février 2010 : Participant.

New Mid infrared Sources for photonic Sensors

Financement: 2 M€ dont 500 k€ pour 'IES

Partenaires: Walter Shottky Institute (Munich, AlL), IES, Vertilas Gmbh (Munich, All), Siemens AG
(Munich, All), Chalmers University (Chalmers, Suede), Académie des Sciences Tcheques (Prague, Tch.),

Omnisens (Lausanne, Suisse).

Projet « Procope » EGIDE - mars 2012 — mars 2014 : Participant
Interface Engineering for integration of II1I-V devices on Silicon.
Financement: voyages et hébergements au PDI

Partenaires : IES, Paul Drude Institute (Berlin-Allemagne).

PROMIS (ITN-641899) — 2015 - 2018 : Participant

Postgraduate Research on Dilute Metamorphic Nanostructures and Metamaterials in Semiconductor
Photonics

Financement: 4M € dont 525 k€ pour 'IES

Partenaires: University of Lancaster (Lancaster, UK.), IES, Univeristy of Nottingham (Nottingham,
UK), University of Sheffield (Sheffield, UK), III-V Lab (Palaiseau, Fr.), University College Cork (Cork,
Ir.), University of Cadiz (Cadiz, Sp.), Sapienza University of Roma (Roma, It.), Sgenia (Madrid, Sp.).

4.2 — Projets nationaux/locaux

ANR Blanc : MIREYV - Décembre. 2008 — Décembre. 2011 — Participant

Nouveaux composants photoniques 2 membrane pour le Moyen-Infra-Rouge a Emission Verticale
Financement: 385 k€ dont 180 k€ pour 'IES

Partenaires: IES, LPN (Marcoussis), LSP (St Martin d’Heres), LMOPS (Metz)

ANR PNANO : MIRnano - Décembre. 2008 — Décembre. 2011 — Participant
Mid-IR Optoelectronics with Sb-based nanostructures.

Financement: 500 k€ dont 250 k€ pour I'IES

Partenaires: IES, Thales III-V Lab (Palaiseau), Paul Drude Institute (Berlin-Allemagne)

10



ANR Blanc : MARSUPILAMI - Septembre 2009 - Mars. 2013 — Coordinateur local

Miroir A Réseau SUb-longueur d'onde Pour les LAsers a émission verticale dans le Moyen-Infrarouge
Financement: 630 k€ dont 210 k€ pour 'IES

Partenaires: LAAS (Toulouse), IES, SUPELEC/LMOPS (Metz)

ANR Blanc : BLANC MICPHIR - Février 2011 - Février 2014 - Participant

Nouveaux Mlcro-emetteurs a Cristaux-PHotoniques moyen-IR cohérent accordable de puissance.
Financement: 670 k€ dont 270 k€ pour 'IES

Partenaires: IES, LPN (Marcoussis), laboratoire Charles Fabry (Palaiseau), société Innoptics (Talence)

ANR BLANC : OPTOSI - Novembre 2012 - Novembre 2015 — Participant

Optoelectronic on Silicon.

Financement: 720 k€ dont 210 k€ pour I'IES

Partenaires: IES, Alcatel-1II-V Lab (Marcoussis), INSA-FOTON (Rennes), LPN (Marcoussis), INSA-
LPCNO (Toulouse),

ANR P2N : MOREMIR - Janvier 2013 - Janvier 2016 — Coordinateur local
Multiwavelength Optical micRosourcEs on silicon for Mid-InfraRed integrated sensing).
Financement: 700 k€ dont 130 k€ pour 'IES

Partenaires: INL (Ecully), IES, Thales III-V Lab (Palaiseau), LETT (Grenoble).

ANR ASTRID : Great GaSby - Janvier 2014 - Janvier 2017 — Participant

Guides d’onde a retournement d’orientation cristalline pour des diodes laser GaSb accordables dans le
moyen-infrarouge

Financement: 300 k€ dont 100 k€ pour 'IES

Partenaires: IES, III-V lab (Palaiseau), Thales RT (Palaiseau)

ANR BLANC : ANTIPODE - Janvier 2015 - Janvier 2018 — Participant

Advanced analysis of III-V/Si nucleation for highly integrated photonic devices

Financement: 480 k€ dont 50 k€ pour I'IES

Partenaires: INSA-FOTON (Rennes), IPR (Rennes), IES, LPN (Marcoussis), CEMES (Toulouse),
CRHEA (Valbonne)

ANR Blanc : SUPREME-B - Janvier 2014 - Janvier 2018 — Participant

Localised surface plasmon resonance in highly doped semiconductors for infrared biosensing
Financement: 530 € dont 310 k€ pour 'IES

Partenaires: IES, UTT (Troyes), Sikémia (Montpellier)
ANR ]JC : BIOMAN - Janvier 2015 - Janvier 2018 — Participant

Bismuth pour matériaux semi-conducteurs a base d’antimoine
Financement: 220 k€ pour 'IES

11



Investissement d’avenir EquipEx : EXTRA — Juillet 2012- Juillet 2019 - Participant
EXcellence cenTeR on Antimonides

Financement: 4,2 M€ pour I'IES

Partenaires : IES, Centrale de Technologie de Montpellier

Projet «Nanosciences» UM2: septembre 2010-Septembre 2011 - Coordinateur
Nouveaux composants lasers a base d'AlGalnSb sur substrats GaAs.
Financement: 15 k€ pour 'TES

4.3 — Contrats industriels

RIBER - 2013 - 2016 — Responsable scientifique pour I'IES

Développement et étude d’une nouvelle cellule a vanne d’antimoine pour I’épitaxie par jets moléculaires
Financement: 75 k€ pour 'TES

Partenaires: société RIBER (Bezon), IES

Alcatel Lucent-III-V Lab - 2013 - 2016 — Co-encadrant de these

Contrat d’accompagnement de la bourse de these CIFRE d’Andrea Castellano
Financement: 50 k€ pour 'IES

Partenaires: Alcatel Lucent -III-V Lab (Marcoussis), IES

4.4 — Valorisation

Société d’Accélération du Transfert Technologique (SATT) AxLR - 2014-2016 — Participant
Lasers VECSELs

Financement: 340 k€

Partenaires: IES, LPN (Marcoussis), INNOPTICS (Talence)

4.5 — Collaborations
University of Surrey (Guilford, UK.) : Temperature and pressure dependance of 1.55 um Sb-based laser

University of Ghent (Ghent, Belg.) : Heterogeneous integration of Sb-based devices on SOI
Paul Drude Institute (Berlin, All.): TEM characterization of metamorphic Sb based semiconductor

12
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1 — Bilan des communications

Chapitre de livre 1
Publications dans des revues internationals a comité de lecture 57
Communications orales dans des conf. internat. avec comité de lecture et acte (invité) 34 (13)
Posters dans des conf. internat. avec comité de lecture et acte 1
Communications orales dans des conf. internat. avec comité de lecture (invité) 52 (17)
Posters dans des conf. internat. avec comité de lecture 25
Communications orales dans des conf. nat. avec comité de lecture (invité) 1(1)
Posters dans des conf. nat. avec comité de lecture 17
Communications orales dans des GDR (invité) 2(2)

2— Liste des communications

2.1 - Chapitre de livre

[1]  F. Genty, A. Garnache and L. Cerutti, “IVCSELs emitting in the 2 — 3 um wavelength range” Mid Infrared
Optoelectronics (T. Krier éditeur associé), Editeur Springer- Verlag, mars 2006 ISBN: 978-1-84628-208-9

2.2 - Publications dans des revues internationales a2 comité de lecture
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